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A folyamat ellendérz6 méréstechnika bevezetésével a szelettechnolégia
egyes részlépései soran félismerhet6k a hibak. ¥z lehet6vé teszi az
egyes technoldgiai 1épések kozvetlen vezérlését. és a selejtes szeletek
jdejekoran torténé kiiktatasat. (A )

1. Azi 1geny 1nd0kolasa

A korszert 1ntegralt aramkorok - kulonoskeppen
az LSI optikai érzékel6k — -gyartdsa soran egyre
komplexebb technologisk keriilnek alkalmazasra (1).

Amig példiul diszkrét, vagy alacsony integralt-

sagi foku épitelemek gyartasanal a szitkséges" tech~"

nologiai alaplépések szdma 50 alatt maradt, addig a

gyartasban ez id6 szerint alkalmazott technologlal"7~

lépések szdma 100 és 180 kozott van. Ez érthetd is,

MORAWSKI—H. J. MUNTE

ugyan, de nem képezik a gyartas kbzbeh"i}agy
végén el6irt mérések targyat, .

— az egyes technologlal lépések ut4n ]elentkez(i
(elsédleges és masodlagos) hibak ‘azonositasa.

’ viLo e s

2. Mérési eljérésok és meghatarozando’ paraméterek

.Munkankban nagyszdmu, kiilonbozé jellegii eljarast
“alkalmaztunk; -ezek koziil nehanyat — a teljesség

igénye nélkiil — 1. dbrdnkon mutatunk be.

- .+Azalkalmazott eljarasok mindegyikét megvizsgal-
tuk, alkalmas-e- folyamatszabalyozasra, majd be-
illesztettiitk- gyartési rendszeriinkbe, amellyel' Si-
alapu ‘optoelektronikai érzékelGket allitunk el6.

hiszen ezeket az aramkoroket: a-kovetkezGk:jellemiz:mar oo ox oy v

zik
— poli-Si-rétegek alkalmazdsa 2—3 sikban,

— Al illetvé AL(Si)Cu vezetdk: alkalmazasa 1227

sikban,

— szilicium-dioxidbél és -nitridb6l CVD-eljarassal _
gyértott szigetel6rétegek alkalmazasa 1—2 sik~

ban,

— az attérés 3—5 fotolitografalt sikr6l 8—10 SIkra'

(6npozicionalé sikok alkalmazdsa mellett),
— 3 pm koriili strukturak létrehozasa a lapkakon.

Fentiek miatt- — a selejtmentesség biztositasa
érdekében — elengedhetetleniil sziikséges, hogy a

komplex gyartasi folyamatot atfogo ellendrzés Gtjan
dllandoan kézben tarthassuk és optimélis irdnyba.
befolyasolhassuk. Igy tehat a folyamatellen(irzes

feladatai az aldbbiak:

— Az egyes technologiai lépésekre jellemz6 para-
méterek meghatarozasa, pl. az elsGdleges ada-
tok (az adalékoldas mértékének, a vezetd és
passzivalo rétegek vastagsiganak) mérése,

— az egyes technologiai részfolyamatok egymads-
ra gyakorolt (zavard) hatdsdnak (pl. az adalé-
kolasi profilok eltolodasdnak, a hatarfeluleteket
ill. a térfogatot meghatdarozo parameterek meg-~
novekedésének vagy csokkenésének) klnlutata-
sa,

— azon f1z1kal mennylsegek meghatarozésa, ame-
lyek az épitGelemek tulajdonsagait megszabjak

* A cikk el6adds form4jaban elhangzott a ,,MlkI'O—
elektronika *82” siéfoki konferencian. Magyarra for-
ditotta és kozlésre el6készitette dr. Haiman Oft6.
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3. A komplex ellendrzé és teszteld rendszer

‘A komplex ellenérzés; vezérlés és elemzés eszkozei

.az.aldbbiak: . .ellenérz6. szeletek. (K-szeletek), teszt-
- szeletek (T-szeletek), méré. lapkak (M-szeletek), va-

lamint a technoldgiai miiveleteknek aldvetett sze-

" leteken kialakitott tésztmezék.

Komplex: gyarto-ellenérzé rendszeriink bemutata-
sanal (lasd 2. dbra) a legfontosabb reszmuveletekre
szoritkoztunk. ‘

Minden K-szeletre vonatkozolag kiilon megallapl-
tott maximum- (ill. minimum-) értékek mérvadok.

Ezeknek tullépése esetén a partit értékkorrekciot
szolgalé technologiai utécikluson futtatjak at. Ha
ez nem lehetséges, a parti selejtnek mindsiil.

" A marasi idék pontos meghatirozasat a T-jeld
szeletek felhaszndlasaval végrzik, ezért ezeket a tobbi
technologlal miiveleteknek 1s alavetlk

"Ezzel elleniében az M—1-, ill. M-—2-lapkakat
mindossze a technologiai reszmuveleteknek kb. egy-
egy harmadanak vetik ala.

Kulonleges litografiai megmunkalassal mer6struk—
tarakat alakitanak ki rajtuk, amelyek lehet6vé te-
szik egyes paraméterek (pl. flatband-fesziiltség, ki-
sebbségi toltés hordozok élettartama, gate-0x1drete-
gek ‘vastagsaga, poli-Si-rétegek ellenalldsa és poli-
Si-Si0, szigetelGképessége) meghatarozasat. .
-~ Mindezeket a paramétereket a technologiai 1épé-
sek kozill tobb is befolyasolja, ezért ellenérzé (K)
szeletek erre a célra nem alkalmazhatok. Az M—1 és
M2 szeletek kiértékeléséig minden egyes parti to-
vabbi kezelését felfiiggesztik és csak akkor folytat-
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Mérési eljaras

Mért mennyiség

Jelent6ség, értelmezés

1. Négytlis modszer

2. Atiitési modszer

3. ,,Szétterjedési ellendallas”
eljaras

C-V-mérések

— pn atmeneteknél

.— Schottky diédaknal

5. MOS —CV-mérés
— Hg-érintkez6nél
— Al-érintkezdnél

6. Aram —fesziiltség-mérés
- gate-ekkel szabalyozott pn
atmeneteken

7. Ellipszometria

8. Infravoros - spektroszkopia

fajlagos ellenallas o [2cm]
rétegellenallas

Rs (/O]

maradék bazisellenallas
Rs [Q/00]

kontaktus ellendllds

Rx [Qcm?] !

csiics —érintkez8  Atiitési
sziiltsége

fe-

fajlagos ellensllas -
o [Qcm)]

kapacitas
C=1(Uzg)

kapacitas
C=£{(Uy)

zaro, ill. nyité6 aram In, ill.
Iy =1(Uo)
(Ug-Ur=const)

d szigetel6vastagsag e dielektr,

allando

visszaver6dés és 'élnyélés a

alap-adalékoldas Np — Na

az N feliileti koncentracié meghatarozasa is-
mert x; behatolasi mélység mellett
dramerdsités meghatarozasa

kozbiilsé rétegek kimutatasa fém és Si kozott

Np — Na adalékos meghatarozasa erfsen ada-
lékolt szubsztratumokra randvesztett epi-
ta:liiés rétegeknél; adalékolasi inhomogenita-
so

epitaxids rétegek adalékolasa; adalékolasi
profilok ; adalékolasi inhomogenitasok

“ered6. adalékolas, adalékolasi profil, tértsl-

tészona valtozasi tartomanya

Qss  szigptel6tdltés az Ups flatband-fe-
sziiltségb6l Nsz gyors allapotok sfirtisége,

‘woft kisebbségi toltéshordozok élettartama a
téitoltészonaban, ionkoncentracio a szige-

tel6ben (z: 1.10% ion/cm?)

felilleti rekombinacios sebesség S,

§zigetel6 toltése, adalékolas és annak pro-
iljai,

potencidlmeghatarozasok

Si-ra ravitt passzivalé rétegek szerkezetének
mindségvizsgalata, rétegek sztochiometridja

epitaxias rétegek, CVD-rétegek és poli-Si-

A fiiggvényében

rétegek vastagsaga.

1. dbra. A szelettechnologidban alkalmazott fizikai mérési eljarasok attekintése -

Technologiai

SRIITU LT .~ - alapfolyamat K—szé_let‘ Fggl?(l;gggll'l-?zlg{:f ¥ M-szelét
Tisztitas - X mérés

Passzivalas X mérés
Szerkezetek kialakitasa

5—10-szer Fotolitografia

megismételve @ okas maratasi id6 M1/M2 mérés

meghatdrozasa

Adalékolas X mérés
Réteglevalasztas X mérés

2. abra. A folyamatellenﬁrzési rendszer abrazolasa

jak, ha minden paraméter értéke a tlirésmezdbe
esik.

A szelettechnoldgia végén sor keriil a fizikai (koz- 2.

biils6) értékmérésre, kirlén e célra kialakitott teszt-
mezdstrukturak segitségével. 3. dbrdnkon lithato a
technoldgiai alaplépések kapcsolata a mindenkori
tesztstruktirakon végzett mérésekkel.

A tesztmez6-mérések jelentbsége az alabbi két
pontban foglalhato gssze:

1. A tesztmez6-mérések dsszessége alapjan a sze-
. lettechnologia szinte teljes részletességgel ki-
elemezhetd. Ennek hasznat f6leg olyan lapkak
esetében latjuk, amelyek selejtesek lettek, vagy
- kis kihozatalt adtak, vagy pedig amelyeken az

épitbelemek paraméter-értékei az alsé (mind-
ségi) hatar kozelébe estek.

A tesztmezd-mérések eredményeinek 4llandé
Osszevetése egyrészt az épitbelemek paraméte-
reivel, masrészt a K-szeletek adataival maédot
ad arra, hogy az egyes technoldgiai 1épések utan
kialakult értékszorast csékkentsiik. A technols-
gia gyenge pontjai gyorsan felismerhetfk, igy
azonnali rendszabalyok foganatosithatok a hi-

basnak vélt 1épés javitasara.

4. Példak

A 'leirt méréstechnika alkalmazasat két példan mu-
tatjuk be: ,
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Teszt-mezd neve
Rovidités

Rovidités jelentés

Mért adatok oo

Paraméter-tesztmez6

MOSFET _ MOSFET tranzisztor

FELD kapacitas mezdoxidon, iil. Silox I-en

RS . rétegellenallas

Kihozatali tesztinezd \ ‘ ;

SPALT " .poli-Si. I+1I szerkezetek egymds-
: t6i kis tavolsagban

ISOLA ~kiilonboz6 rétegek kombinacidja

KOTAKE érintkezélancok

KOSTU érintkezbfokozatok

barrierek és temetett csatorha adalékolia’hisé,;:
mez6oxid és Silox I vastagsiga '
poli-Si 1+ II rétegellenallasa

a vezetékek kozotti szigetelés ellendrzése

oli—Si 1+ II rétegek kozotti szigetelés ellen-
rzése
Al n* tartomanyokon és poli-Si—1+II tar-
tomanyokon; érintkezés ‘ellendrzése kiilon-
b6z6 lyukak esetében
Al-mezdoxidfokozatok + Silox I érintkezések
vizsgalata.

3. dbra. Magyarazatok a teszt-mez0k (tesztstrukturak) jeloléseihez

ellendfliasréteg n>réteg i

oxid

l— n -sziliclum

p S0 e At 7 st 0 O A W 7 Y

.4. dbra

4.1. Si-diéda target poli-Si szigetekkel

Ezzel a targettel, amelyet specidlis "alkalmazasu,
Endikon-tipusa képfelvevd-csovekbe épitiink be, a
220 mm?-nyi lapkafeliileten elhelyezkedé kb. 1,6 X 108
diodajaval mar megtettitk az elsd 1épést az LSI szi-
lardtest-képfelvétel iranyaba. Bar
technolégidja viszonylag egyszerii, ennél az elemnél
kiilonlegesen magasak a technolégidval szemben ta-
masztott igények, fbleg a tisztasag (a diéddknak
legfeljebb 0,03%-a lehet hibds) és a sotétaram (leg-
feljebb 1,210~ [A] diédanként) tekintetében.

A sotétaram a legfontosabb paraméterek egyike,
hiszen mind nagysiga, mind pedig értékének az élet-
tartam alatti allandésaga dontden befolyisolja a
képesé dinamikajat. A 4. abran bemutatott eszkoz

Iva térfogati Osszetevd

ol =V(U )ni 1
vo1 =V(Uzr 2 qoem
ahol:

1 ,
—=0V,;aN¢
Tett . o

Az egyes betiik jelentése: _

V(Uz) a tértoltészona aktiv térfogata

eft a kisebbségi- t6ltéshordozok effektiv élettar-
~-tama . R
Fp ' szabad toltéshordozok a p* tartomanyok ko-

zOtti SiO2/Si hatarfeliileten
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el6allitasanak -

sotétaramanak két részét felileti, ill. térfogati effek-
tusok okozzak (5. dbra).

Amint az Osszefiiggésekbdl lathato, két mennyiség,
nevezetesen

— a feliileti rekombin4ciés sebesség: S, (cm-s=1)
és '
—. a kisebbségi toltéshordozok élettartama:. 74

(u8)

gyakorol dontd befolyast. R

S, meghatarozdsa un. gate-gyiiriis diédakkal tor-
ténhet, ahogyan azt a 6. abra mutatja.

Amint a 6/a dbra mutatja, ezek pn Atmenetek,
felettiilk — szigetelten — kiilon gate-gytriikkel. Mi-
vel — struktarainak kiilonleges volta miatt — ezen
épitdelem nem helyezhetd el a technolégiai miivelet-
sorozatban eléallitandé épitdelemen, kiilén mérs-
szeletet kellett csatolni az éles szeletekhez.

ellenalidsreteq
+

P

tartomany - gaiileti Ssszetevo

A3 W . I N N
: —_— e ——— -k

T RS sotet
o ) 12 Ve 8 R
1e;topn[; S .terfog_;a’t; ossefeVO }aram
\\\\\\ n-felvezetd
n*reteg | ’ 7
HE867-5|.

5. dbra. A sotétaram feliileti és térfogati Osszetev@je

Ion feliileti Osszetevd

ni
Ion = Fp(Ur) ) qoSo
ahol:

So=nkTNsroV n

So  feliileti rekombinacios sebesség

n; ©  intrinsic-siirtiség 20 °C-on

Qo - elemi toltés

Nsr felilleti dllapotok siirtisége

N: rekombinacids centrumok siirtisége
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‘6. dbra. Elvi rajz

' Megfelelgen beallitott hidrogénes hdkezelés és kii-
I6nleges getter-technoldgia alkalmazasaval, valamint

a diédakon poli-Si-szigetek -elhelyezésével 'sikeriilt  ,

elérni (lasd 7. dbra), hogy a sotétaram csékkent, sét
értékének novekedése az. eszkoz élettartama alatt
minimalis lett.

. A szoban forgo F 2,5 M 5, ill. F 2,5 M 51 tipus_]elu
csoveket 1978 ota gyartja a VEB WFB (NDK).

4.2. CCD-érzékelsk

A -legkorszeribb integralt optikai érzékelGknek je-
lenleg azokat tekintik, amelyek csatolt MOS-kénden-
zitorokkal megvalositott toltéstovabbitas elvén mi-
kodnek. A CCD szenzorok felépitésére jellemzd:

— vonal mentén, vagy feluleten elosztva elhelyez-
kedé érzékelk,

~ ‘egy léptetd regiszter, amely az érzékelgkben

- fény altal keltett toltést tovabbitja,..

— egy toltésdetektor, amely feszultsegertekekke

alakitja at-a toltésértékeket.

A CCD-szenzorokat jellemzd paraméterek egyike
a kimeneti telitési fesziiltség. Ennek nagysagat lénye-
gében megszabja — a fent emlitett téltésdetektoron,
valamint.az alkalmasint utdana kapcsolt, tébbfokoza-
tit MOSFET-erésitén kiviil — az a legnagyobb téltés,
amely -a léptetd -rendszerén 4t transzportalhato.
A mondattak kénnyebb belattatasa érdekében tér-
jiink ki réviden az ilyen épitéelemek elvi felépitésére.

Amint a 8. dbrdn lathatd, p-tipusu anyagban (mind
az optikai érzékels, mind pedig a léptetd regiszter
helyén) n-adalékolt tartomanyt létesitenek, amelyet
»eltemetett csatornanak” szoktak nevezni. Az egyes
érzékelok elvalasztasa végett, tovabba idegen toltés-
hordozoknak ebbe a térfogatba val6é bedaramlasa ellen
ezt az n-tartomanyt magasan adalékolt p-tartomany-
nyal, az an. ,,channel stop’-pal veszik koriil. Az
»seltemetett csatorna’ folé a gate-oxid keriil, amelyet
az adott esetben nitridréteggel kettds szigetelGvé
egészitenek ki. Ezen a szigetel6n azutan létrehozzak
(poli-Si-bol) a tovabbité elektrodakat. Mivel az iizem-
mod kétfazist, ezek két, egymastol szigetelt sikban
helyezkednek el. A masodik sik tovabbité elektrodai
alatt keskeny p-tartomanyokat (iin. barrjereket)
létesitenek; ezeknek magassagat megszabja a toltés-
adagok nagysagara vonatkozo6 kikotés.

Az ilyen léptets regiszterben (9. dbra) transzpor-
talhato Q toltés maximalis értéke az elektrédok mér-
tani adatain kiviil lényegében fiigg:

;I

" 1Cpal

-
.
o UFg
o _/.\/._______
-15V. . »
.-TOVT—
o e J
b =9 MY
N 4 | —t
S P r UA .

6/a dbra. 1 —U Kkarakterisztika

JDI‘el "

: megengedett felso
_h_ggﬁ?rerfék_' P

tokozas

- 160“250 30040050 600 700 800 %0 1000 E157a
‘ HB67-7

7. télbra A sotétaram tipikus véaltozasa az élettartam
soran

(termn e feszu(’(segek

bemenetl /\\{’
cso’ro(oelekfrodc , kimeneti csatoloelek-
- trdda :

© kimeneti didda

bemenen dIOdG

e sit10aem)
/

R . HA67-8]

8. abra Kétfazisu toltéstranszportot megvaldsito elem
felépltése

pimplataci

Poly-Sil

Poly-Si 11
~St3N/,
—S5i02

3 L1
R : n-implatacto
{LQQ‘?_,__ \ o '}"L_ / 3 Jelasott csatorna /
— —p-5i

' nl:: tmplatacso
arrier
! H867-9

9. dbra. A lépteté regiszter felépitése
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— a barriér optimalis magassagatol, “

— az optimdlis toltés-hatasfok elérése érdekében
optimalizalt-adagolasi. és potenc1al-prof11 meg-
kozelitésétol,

— a (toltés) transzportvesztesegek mmlmallzala-
satol.

A masodlk kovetelmeny reszletes szemleltetesere
a 10. dbra szolgal.
, Az ,,eltemetett csatornaban” levé toltes max1ma-
lis érték esetében sem keriilhet a Sl-hatarfeluletter-
mek kozelébe; ez megszabja az (implantacioval mé'g—
valositott) adalékolas alsé korlatjat. A felsé korlatot
a toltésdetektor tizemfesziiltsége (15 V) szabja meg.

Mindezekbdl kovetkezik, hogy nemcsak az ada-
lékol4s mértékének, hanem az adalékolasi profilnak
is csak igen szlik hatarok kozott szabad ingadoznia.
Mivel magan az aramkoron végzett mérések nem szol-
galtatnak erre vonatkoz6 informaciot, kiilon MOS-
kondenzéatort, valamint megfelels méréstechnikat
kell kidolgoznunk (11. dbra).

Ezt a MOS- kondenzatort az alabb. felsorolt retegek
képezik:.

— Al

— poli-Si ‘

— gate-szigetel§

— adalékolt tartomany

A CV-mdédszérrél nyert mérési értékeket kiiroval
ellatott szamitogéppel abrazolva, a 12 dbrdn bemu-
tatott gorbéket kapjuk.

A megvalositott implantécios doz1sokat a teriiletek
planimetralasaval hatdrozzuk meg, illetve Gauss-
eloszlas feltételezésével szamitjuk ki. Az adalékoldsi
profilbol és a csatornapotencidlnak a gate-fesziiltség-
tél valo (méréssel meghatarozott) fiiggésébol. kisza-
mithato a maximalisan transzport4lhato toltesmeny-
nyiség. A gyartdstechnologiai miiveletek soran kiala-
kitott struktiran ugyancsak meg lehet. hatdrozni
ezt a toltésmennyiséget. A két érték dsszehasonlitiasa
utjan kovetkeztetni lehet a technologiai struktiuraban
megvalositott potencialeloszlasra. Mig a nagy feliiletii
teszt-dramkorben a potencidl gyakorlatilag egydi-
menzitsan meghatarozott mennyiség, addig a gate-
elemek nélkiili technolégiai struktiarat kétdimenzios
effektusok modositjak (12. dbra).

A fentiekben leirt vizsgalatokat a toltéscsatolt
L110 C tipusjeli szenzorsor fejlesztési munkalatai
keretében végeztiikk. Ezen dramkor jellegzetes para-
méterei:

— telitési kimeneti fesziiltség Ug,r =200 mV
— 4atlagos sotét-jel ADS=10"3 Ugur
— dinamika 500

§=0,4 v

érzékenység oTjom?

FényérzékelSinek szdma 256, mérete egyenként
13 pum X 17 pm. 18 polusu dualtokba szerelik a-chi-
pet. A szenzorsor csatlakozé Aramkoreivel egyiitt
egy 1j épitGelem-csalad elsé.tagjanak tekinthetd.
1981 ota gyartja — Q mindségii arujellel kitiintetett
termékként — a VEB Fernsehelektronik (Berlin).
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5. Végkovetkeztetések

Az eddigi munkank soran nyert tapasztalatok szerint
megallapithato, hogy folyamatellen6rzé méréstech-
nika bevezetésének és kovetkezetes alkalmazasinak
eredményeképpen a megmunkdalas' fogyatékossagai
mar az I. ciklus-szelet technologia lépéseiben felis-
merhetok Ez lehetove teszi egyreszt az egyes techno-
lyamatbél valé, idejekoran tortent Kiiktatassal —
annak elkeriilését, hogy tovabbi, felesleges megmun-
kélassal gyartasi kapacitdst pazaroljunk. Mindez
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szitkségképen kihozatali hatasfokcsokkentésre vezet, -

de noveli a mikodsképes termékek aranyat. A
technologiai, illetve az aramkorokre specifikus hibdk
kiilonvalasztasaval - egyben lehet6ve valik a hiba-
elemzés lényeges finomitésa. ;

IRODALOM
[1] D. S. Perloff: Solid State Technology, 2/80.

E\ cikk szerzdinek kérésére az alabbiakban kozoljitk az
110 C el6zetes 1smertet6]enek néhany részletét.)

L 110 C toltéstovabbitasa erzelr{el(")sor’ 7
(fejlesztés alatt)

Az L 110 C toltéstovabbitasn’ érzékeldsor monoli-
tikus onkiolvasé fenyerzeke16 amely 256 elemet tar-
talmaz.

Alkalmazssi teriiletéi: az’ optikai jelfelismerés,
a nagy érzékenységii és nagy sebességii képolvasss, pl.
szovegoldal-olvasé berendezésekben, gépvezérlé be-
rendezésekben, a spektroszkopidban, a szél- (hatér-
vonal) letapogatédsban, a terkepeszetben, valamint a
tudomany, a technika és a termelés sok més teriiletén.

Az egy sort alkoté 256 elem felfogja és elektromos
toltéssé alakitja a fotonokat.

Az érzékeldsoron felill az L 110 C-lapka meg tar-
talmaz két toltésatviteli gate-et; 2 kétfazisa analog-
léptetoregisztert, egy toltésdetektalé fokozatot és
egy kompenzilo fokozatot.

A mfikodés lefrasa
Féngérzékeny rész

Az egy sorban elrendezett 256 fényérzékeny -elemet
meanderes, bediffundaltatott elvéalasztécsatorna kii-
l6niti el egymdstol. Az atlatszoé pollkrlstalyos szili-
cium gate-eken athatolt fotonok-a Si-egykristaly-
ban elnyelédve, lyuk-elektronparokat keltenek. A
fotonok altal kivaltott elektronok az elemekben
gytlnek ossze. A felgyulemlett toltés linearisan ‘fiigg
a megvilagitastol és az integrdcios id6tdl.

i

Atviteli gate—ek

A fényérzékeldsor két oldaldn egy-egy atviteli gate
talalhat6. A fényérzékeny elemekben felhalmozéodott
toltésképet- az’ atviteli-gate-ek a- transzportilo lép-
tet6 regiszterekbe viszik 4t, mégpedig a paratlan
szdmozasu elemekbdl az A-léptetd regiszterbe, a tobb,
paros szdmozast elemekbdl pedig a B-léptetd, regisz-

Telitési kimeneti fesziiltség
Atlagos sotét-jel
Vilagos-jel-differencia

Ha, eat
"NEE
Sotét-jel-differencia

Erzékenység (A-tipusu normal-fényforras:
1 Ix=4,65 (xJ/cm?)

Telitési besugarzas
“(tine=1,94 ms esetén)

Dinamika DR =
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terbe. Ez a folyamat a léptetd regiszter kapcsolas
sziinet-iizemében zajlik le. A fényintegracio kovetkezé
fazisa az atviteli impulzusok H1—LO lefut6 felével
egyid6ben kezdddik.

Toltéstranszportdlo 1épteld regiszierek

Az egyenként 130 elembél 4116, kétfazisn analog 1ép-
tetd regiszterek 4 fényérzékelGsor két oldalan talal-
hatok. Rendeltetésiik az, hogy a keletkezett toltés-
képet elemenként beadagoljak a toéltésdetektorba.
A két 1éptetd regiszter utolsé elemeinek elhelyezése
biztositja a toltés ~beadagoldsanak ~valtakozasat
olyanképpen, hogy visszakapjuk a toltésképek helyes
sorrendjét.

Toltésdetekior

A toltéskép megfelel6 részeinek (a két 1éptetd regisz-
ter 4ltal megvaldsitott) beadagoldsara a toltésdetek-
tor elofeszitett diddaja potencidlvaltozasokkal reagal.
A toltésképpel aranyos ezen potencidlvéltozasok egy
MOS-kimeneti tranzisztor gate-elektrodajat vezérlik
és ezzel videojelet keltenek az OS ponton. A vissza-
4llito tranzisztor, amelyet egy Ugg visszasllité ora-
jelimpulzus vezérel, a toltésdetektdlé dibda utén-
toltésével biztositja ennek megfeleld eléfesziiltségét,
miel6tt ajabb toltéskép érkezne.

Kompenzdcios fokozat

Egy masodik téltésdetektor, amelyet csak az Ugg
visszadllité orajel vezérel, a CS és CW kimeneten
olyan jelet kelt, amelynek alakja hasonlé a video-
jelben meglevé visszaallité orajel-impulzusokéhoz.
Ezt a jelet arra lehet felhasznélni, hogy kiilsé diffe-
rencidlerésitében elnyom]a a videojel visszaallito
ora]el-lmpulzusalt

Alkalmazas elvei

Az L 110 C-vel: vegzett minden letapogatas1 el]aras
alapelve: a kép felbontésa sorokra. A targy képét
a CCD-sor el6tt el kell vezetni, vagy mas titon relativ
elmozdulast letrehozm '

Mﬁszakl adatok (klvonatosan)

Fenyerzeke16 elemek egyenkentl mérete 13 pm X
17 @m

Fenyerzeke16 elemek kozepelnek tavolsaga egy-
mastol 13 pm =

Speczflkacms adatok (79 =25 °C iGR=l MHz)

- ~min tipikus max -

Usa.t ’ 100 . 200 S mV

ADS - 701 1% (Uset)

PRNU -6 +4 6% (Usar)

DR 330 500 —

DSNU- — 1,0 20 %

s~ 02 .04 — 7
' wJ/cm?

He, sat — 0,5 1,5 wJ/cm?2
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Egqyéb adatok

Zajekvivalens besugarzas
(fint = 1,94 ms; A normal-fényforras)
Exeg=0,11 Ix

Zajfesziiltség (csticst6l csiicsig)
Kozepes jel-offset-valtozas

Erzékenység hullaimhossztartoménya
(max: 0,65 pm-nél)

Visszaalllté orajel amplitiddja
Kompenzacios orajel amplitidéja

Léptet6 regiszter orajelének max. frekvencidja

Visszaallité o6rajel max. frekv.
Kimeneti impedancia
Uzemelési hémérs. tartoméany
Tarolasi h6mérs. tartomany -

NEE
Ux
RSO

SR
Uos
Ucs

f G 1A/1B
i G 2A/2B
for

Z

'ﬂa

'ﬂstg

Tipikus értékek

1.10~3
300
0,2

0,45—~1,05
550

10
1000
—95...55 °C

~25...100 °C

wJ/cm?
uv
mV fms

um
mvV

(egyenarami kom-
ponens kb. 5 V)

MHz

MHz
Q
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